BAS 15

SILIZIUM -~ ALLZWECKDIODE

Mechanische Daten:

Gehduse: Glas, JEDEC D0-34
Gehdusefarbe: orange

Farbcodierung:
1.Farbstreifen
(breit, Katodenseite): braun

2.Farbstreifen: griin
MafBangaben in mm. nlw’oz;’" .2-5. "‘r‘rzigx i
gl6max — T X 3T
T H
t t H
250 8 L300 | ass | %057
r*min ™ max min >
VZ 720266
si2
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 50 V
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 225 mA
Sperrschichttemperatur eJ = max. 200 °cC
DurchlaBspannung bei I = 10 mA, 8; = 25°C Up s 0,85 V
Sperrstrom bei Up = 50 V, 8 = 25°C Ip $ 200 nA
Sperrverzigerungszeit nach IF = 10 mA trr é 4 ns
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BAS 15

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: UR = max.
Sperrspannung, Scheitelwert: UR M = max.
DurchlaBstrom, Mittelwert (tav = max. 20 ms): Ip 4y = max.
DurchlaBlstrom, Scheitelwert: IF M = max.
tUberlastungs-StromstoB8, t = max. .l ps: ip gtop = D8X:
t = max. 1 s ip gpop = MaX-
Sperrschichttemperatur: 3J = max.
Lagerungstemperatur: as = min.
SS = max.
Wirmewiderstand: <
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth v =
Kennwerte: bei QJ = 25°%C
Durchlafspannung bei IF = 1 mA: UF é
bei I = 10 mA: U g
F F <
bei IF = 100 mA:s UF =
Sperrstrom bei U, = 30 Vs I é
R R <
bei UR = 50 V: IR =
Kleinsignalkapazitidt bei UR =0, f =1 MHz: C g
Sperrverzdgerungszeit
beim Umschalten von IF = 10 mA auf'IR = 60 mA <
mit RL = 100 Q, gemessen bei iR =1 mA: trr =
Prifling I to
[ l TW0% t
| I I Oszillograf
F 90%
I | [ Y
Impulsgenerator: t = 100 ns VT = 0,05 0szilloskop: =
t =0,6ns R, =508 ' ¢ $
r i
<
e =

1) Richtstrom bei Betrieb mit sinusfdrmiger
__Eingangsspannung max. 75 mA

6.85
60

50 V
50 V
100

2,0

0,6 K/mW

0,7V
v
1,1V
50 nA
200 nA

Ir trr

IR=1 mA
7Z10482v2

50 Q
1 pF
0,35 ns



BAS 17

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
STABILISIERUNGSDIODE (STABISTOR)
zure Stabilisierung kleiner Spannungen

sowie fiir Begrenzer- und Schutz-

schaltungen
Mechanische Daten:
Geh@use: Kunststoff, SOT-23,
23 A 3 DIN 41 869 .
Stempel: A 91 le—2,9max —+]
MaBangaben in mm. 19
) | F ‘*T

i A 13max 25
K max
e

—»{ [+—043max
VZ720204.3

Kurzdaten:
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 250 mA
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 °C
DurchlaB8spannung bei IF = 100 pA UF = 610...690 mV
bei IF = 100 mA Up = 870...960 mV
Sperrstrom bei Up = 4 v Ip s 5 pA
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 3.80
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BAS 17

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8J max)
DurchlaBstrom, Scheifelwert: IF M = max. 250 mA
Sperrschichttemperatur: sJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: “)S = min. -65 °c
8  =max. 150 °C
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Diode auf Keramik-Substrat
von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm: Ryvus 0,62 K/mW
Ioo VZ 731700 *
Kennwverte: bei QJ = 25°%
aennverte I 7
F JI
DurchlaBspannung (mA) 9y =25°C S
@
bei I = 100 pA: Up = 610...690 mV 1]
3
i = . - o
bei IF = 1 mA: UF = 680...760 mV (é"/
bei Iy = 5 mA: Uy = 730...810 oV 10 -
J
bei IF = 10 mA: UF =_750...830 mV f
bei I = 100 mA: Uy = 870...960 nV f
Temperaturabbdngigkeit l
der Durchlafspannung :
bei Ip = 1 mA: AUF/AaJ = -1,8 mV/K 1 J
Sperrstrom
. <
bei UR = 47V: IR = 5 uA 1
Kleinsignalkapazitat
bei U, =0 <
= . 2 (o}
und f =1 MHz: C = 140  pF 025 05 075 0 Ur W) 125
3.80 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



SILIZIUM — PLANAR - EPITAXTAL — ZWEIFACHDIODE

mit getrennten Katoden,

fiir schnelle Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Geh#duse: Kunststoff,

BAS 28

S0T-143
Stempel: A 61
MaBangaben in mm. re— ;g—*
015 | 19"
\/0109
Al
01 =
& Al A2l 14 25
max 0 .
100Lr 100 LK ! K2[| 1.2 max
kTN Fmac [T ofT {
1,1JN/ —pl ' ! I —
mx 30° 0883, 0483,
mux =V, TV
le-q7->1 Vx720323.1
Draufsicht
Kurzdaten, pro Diode:
Sperrspannung, Scheitelwert UR M = Dax. 85 V
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 250 mA
Sperrschichttemperatur &J = max. 175 °c
Durchlagspannung bei Iy = 50 mA, 8 = 25°%C Up < 1,0 V
. o <
Sperrstrom bei UR =75 V, 9J =25C IR = HA
Sperrverzdgerungszeit <
beim Umschalten von IF = 10 mA auf IR M= 10 mA trr = 6 ns




BAS 28

Absolute Grenzwertes

(giiltig bis &

)

J max

Sperrspannung, Mittelwert:

Sperrspannung, Scheitelyert:

DurchlaB-Gleichstromg
DurchlaBstrom,

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung, bei Befestigung
auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm:

bei SJ =

DurchlaBspannung bei

Kennwerte:s

bei

bei

bei

Sperrstrom bei UR =
bei UR =

bei UR

25°C, sofern

L T

Scheitelwert:

Sperrschichttemperatur:

1 mA:
10 mA:
50 mA:

150 mA:

75 V:
75V, §
25 v, 8. = 150°C:

150°C:

J
J

Einschalt-Scheitelspannung
beim Einschalten auf IF = 10 mAs

Sperrverzigerungszeit

beim Umschalten von I
(RL = 100 Q), gemessen bei i, = 1 mA:

Sperrverzugsladung

beim Umschalten von I

(R, = 500 Q):

Kleinsignalkapazitét bei

= 10 mA auf I = 10 mA

RM"™
R :

= 10 mA auf UR =5V

U, =0, f=1 MAz:

R

[=}

R AV
R M

[=}

P @ -

Rth i)

nicht anders angegeben

]

C%HJG ’,JC!

-
® 9O =R =

= maxX.

= maXe.

maXe

= maX.

A DA DA NIA IA A A

A A

[ PANEI | PN

max.
min.

maXe

430

715

855
1,00
1,25

50
30

45

OO°O°EE<<

=l

K/W

mV
mV

BA
pA
pA

ns

pAs

pF



BAS 28

250 - ’rznm 7 U 2 7301028
I 1 (v)
mA [
(ma) 9 z25°C ] 10
200 ——
[ I
[ . =100.m 4
I 0,75
S
150 | i ~]
Mittel-] |
wert ] ™
TN ~] ]
‘oberer ~9mal
100 I [Streuwert 05 ~ 4
/ N -
| < ~1
/ AN 4
50 I 025 N -
I / e \JOO _
/ 4
/
/,
00 0
05 10 U (V) 15 25 75 15 3, ) 5
105 — L‘!EU(]]O?S 300 £ 7301030
HE ENEENRE
e\ - 1
I T”,,‘\%j:\ . max. zuldssiger
>, FAV Durchlafistrom
(nA) Wi «\‘o,ﬁ, (mA)
1 Ao
’ A
104 U pabidk I
200 N
LA y VM Mittelwerte | | 3
I oberer ¢
103 1| Streuwert '/
\
y \
d 100
i’
102 5 \
N
/ -
/ \
10 / 0
25 75 ‘125 3, (°C) 175 0 50 100 150_3U (c-)ZOO
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BAS 28

L, ko 4500 g ¥
565 3
I I Oszillograf Urm
| T L +10% . l g
Prifing I i t TZ0V2 t
Impulsgenerator: tp = 120 ns V,r = 0,01 Oszillograf: = 50 Q
tr= 20 ns Ri=500 l.:0,35ns
= 1 pF
MeBschaltung fur Sperrverzdgerungszeit:
Prifling i o
[ +10% t II__ Ier
] -
-l__r T Oszitlograf F ]
T 90°% iq=1mA
l J Uy 7210482v2
Impulsgenerator: t_= 100 ns VT = 0,05 Oszillograf: R = 50 Q
tr = 0,6 ns Ri =50 Q t!‘ : 0,35 ns
Up = UR + IP-l_li c = 1 pF
MeBschaltung fiir Sperrverzugsladung:
Priiting o
1
Oszillograf
I
T210480V1
Impulsgenerator: tp = 400 ns VT = 0,02 0szillograf: R .2- 10 MQ
tr= 2 ns Ri=5000 Cé'lpl"
i Dy:  BAV 62
D,: sehr schnelle Diode

2



SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - DIODE
fiir schnelle logische Schaltungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Glas

BAS 32

mit verzinnten T \ —f
Metallkappen, 01
SOD-80 D2 -=D1.0/-02 15‘=1
Die Katodenseite ist ‘ ¢
durch ein schwarzes
Farbband gekennzeichnet. 03 03 .
MaBangeben in mm. 35202 ————»
Kurzdaten:
Gleichsperrspannung UR = max. 75 VvV
Sperrspannung, Scheitelwert UR M = max. 7% Vv
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 450 mA
Sperrschichttemperatur SJ = max. 200 °c
DurchlafBspannung bei IF = 100 mA, %J = 25°% UF é \'s
Sperrstrom bei UR =75V, 5J = 25% IR é pA
Kleinsignalkapazitdt bei Up =0, f=1MHz c S pF
Sperrverzigerungszeit <
beim Umschalten von IF = 10 mA auf IR = 10 mA trr = 4 ns

m

VAIND



BAS 32

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Gleichsperrspannung: UR
Sperrspannung, Scheitelwert: UR M
DurchlaB-Gleichstrom: IF
DurchlaBstrom, Mittelwert: IF AV
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M
Uberlastungs-StromstoB8, t = 1 ps: iF stoB
t=1s: IF stos
Sperrschichttemperatur: SJ
Lagerungstemperatur: Ss
aS
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U
Kennwerte: bei sJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
DurchlaBspannung bei IF = 5 mA: UF z
bei IF = 100 mA: . Up ?
bei IF = 100 mA, &J = 100 C: Up =
Sperrstrom bei UR =20 V: IR %
bei Up = 20 V, 8; = 150°C: Iy z
bei UR =15 V: IR z
bei Up = 75V, 8, = 150°C: R =
Kleinsignalkapazitdt bei Up = 0, f = 1 MHz: c RS
Sperrverzdgerungszeit
beim Umschalten von IF = 10 mA auf IR = 10 mA <
(R, = 100 @), gemessen bei ip = 1 mA: t. =
Eins?halt-Scheitelspannung <
beim Einschalten auf IF = 50 mA: UF M =

12

max.

max.

max.

maxe.

max.

= maX.

[N

max.

min.

max.

0,

-
w

E>BREER <

200
150
450

500
200

200

6

< Q

L
aQ a a

K/mW

0,62...0,75 V

1,0
0,93
25
50

5
100

EEERE 5°

ns
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!

. _kas 4500,
Oszillograf
T
Priffling
Impulsgenerator: tP = 120 ns VT = 0,01
= 20ns R, =500Q
r. i

MeBschaltung fiir Sperrverzigerungszeit:

—
——

Prifling

_r Osziliograf
e
Impulsgenerator: tp = 100 ns VT = 0,05
tr = 0,6 ns Ri = 50 Q
Up = UR + IF-Ri

+10%

BAS 32

v T
Urm

o

Un

Ih 1 t

Oszillograf: R
c

tr to

—+10% t

90%

Oszillograf:

= 500Q
g 1 pF
= 0,35 ns
11—— ter
+
[t
ig=1mA
= 50 Q
S 1 pF
= 0,35 ns



BAS 32
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BAS 32

103 17051V1
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a2 .6 4
d a4
1 JB,
10 -
a v 4 4
&/
&
&
1 ) [
2
7
107 .
=
V4
yAVA
/ 4
7
10-2 /
1073
0 100 9 (0 200



BAS 32

TE max max. Durchlafl - Gleichstrom
(mA)
200
100
]
0 T
0 100 150 3y (°C) 200
VX 7300489
10 max max. RichtstromH : 1 : :
(mA) | bei sinusformiger IS
Eingangsspannung [N
200 und R-Last, -
f 3 1kHz 1T T
1
. Z
U 720V ;
100 +75 ;
. i
1 T
n :
0 1
0 100 150 9y, (°C) 200



BAS 32

200 ., . vZ 73 1
max. zul-Durchlafisiso-Mitfelwert 1|
Ir av max bei lmpullsbetneb, tp 2 0,5 ms] Ur% ZOV_
o | ——=Ug= 75V
(mA) Yool oo % _g g
150 2887 18 ] =
] A A1 |1
o
AP aBp == C s
A A L1744
7 /'/l S
A 1 -
100 T + .
L T
A 4/ a//’ ./
% ] | A
50 AT L1 s
/' - A I Va
/ P o
= Pt
7
0 v.d 4
¢} 025 05 0,75 1 Vr=tp/T
500 vZ 7300502
Pl [TTITITTTITI
1 Su=25°C max. zul. Durchlafistrom-Spitzenwert
F M max T WY [ bei Impulsbetrieb, tp20,5ms
(mA) N 1 N <I |
1 TV AN \\soe UrE 20V
N . ———UR=T75V
375 ‘ \ N\ \e 25°C
LMD RN
TRRATAINIRNS
A NN NN
J5°C
\ w\\ N
250 NN ‘L\ \ ¢
N N
\ N e
T 100°C
\\ S \ [~ —
\\ N § 2 T\
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SILIZIUMDIODE

BAS 45

mit sehr geringem Sperrstrom,

Mechanische Daten:

Gehduse: Glas, D0-34

Die Katodenseite ist
durch einen Farbring

fiir Schalteranwendungen

gekennzeichnet.
MaBangaben in mm. n'w’uz;(’" 2,6 ‘_"27
#1,6 max - ) ‘
H i
! d i
0,55
25, 3,0 max
"miﬁ e ;213#"
508 VZ 720266.1
min
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 125 V
DurchlaBstrom, Mittelwert IF Ay = max. 225 mA
Sperrschichttemperatur $J = max. 125 °C
Durchla@spannung bei I, = 50 mA, $ = 25°¢ U, S 0,88 V
Sperrstrom bei Up = 125 V, 9 = 25%¢ I s nA
Kleinsignalkapazitédt bei UR =0, f =1 MHz C é pF

6.85
61



BAS 45

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: - UR
DurchlaBstrom, Mittelwert: IF AV
Durchlaf3strom, Scheitelwert: IF M
Uberlastungs-StromstoB, t = 1 ps: ip stod
Sperrschichttemperatur: SJ
Lagerungstemperatur: 65
%s
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
bei Befestigung auf Leiterplatte
mit 10 mm Drahtlénge: Rth U
Kennwerte: bei 8J = 2500, sofern nicht anders angegeben
Durchlafispannung bei IF = 1 mAs UF =
bei IF = 5 mA: UF =
bei IF = 50 mA: UF =
bei IF = 200 mA: UF =
Sperrstrom bei 500 Lux Beleuchtung <
bei U, = 125 V3 I =
R . o R <
bei Uh = 125 V, eJ = 125 C: IR =
. 0 <
bei Uh = 30V, SJ = 125 C: IR =
Kleinsignalkapazitat <
bei UR =0, £f =1 MHz: C =

= max. 125
= max. 225
= max. 450
= max. 4
= max. 125
= min. =65
= max. 175
= 0,4

0,64...0,74
0,70...0,80
0,74...0,88
0,83...1,00

Oooooib E g <

K/mW

< < < <

EEE

pF
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105 73 01391
Ie F
{uA) ]
9=25°C]
10° [
¢ 7
[
103 4
7
oy
]
10? V
f
10
F
¥
1
0 025 05 075y (v) 10
VT 73 01392 VT 73 01393
100 ST 1000
Ip Iy -
(nA) (nA)
10 100 , ,.‘/ .
1 v a —/ y A
= 9=75°C 1/ 2/
'/' Y /4
Up =125V
I/ Y,
£ e =
, 0 / £F =20V
Il l’ y 4 /-
obere = A
Streuwerte) 7/
L+—T"19;=225°C [ /| fF-Mittelwerte
LT VY VY
01l 1 v
r 4 y A
FAars
/
/
7
0,01
0 50 Wy vy 150 s 50 00 5 (og) 150

6.85
63



BAT 18

SILIZIUM - PLANAR - SCHALTDIODE

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-23
MaBangaben in mm.

fe——29max-——»
07 19—
r095-> ,
' 8 M
'’ W°~ 4 J
T T T
A )
f { ;E; i
0,01 min 5 E
B [ X P
\ |
) | o .
- EO,BSmaxL' —»i  |aO43max
1. 2maxe VD 720013.8
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 35 V
DurchlaBstrom IF = max. 100 mA
Sperrschichttemperatur $; = max. 100 %
DurchlaBspannung bei IF = 100 mA UF é 1,2 Vv
Sperrstrom bei Up = 20 V, §; = 25°% S 100 nA
Kapazitit bei UR =20V, f = 1 MAz C = 0,8 pF
Realteil des DurchlaBwiderstandés
bei I = 5 mA, £ = 200 MHz r, = 0,5 @
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 577
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BAT 18

Absolute Grenzwerte:

-

Sperrspannung:
DurchlaBstrom: '

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Diode auf Keramik-Substrat
von 7Tmm x 7T mm x 0,5 mm:

bei & = 25°C, sofern

Kennwerte: u

DurchlaBspannung bei IF 100 mA:

20 V:
20 V,

Sperrstrom bei UR

bei UR

Kapazitdt bei UR

Realteil des DurchlaBwiderstandes
bei IF =5 mA, f = 200 MHz:

9 60°C:

J
20 V, £ = 1 MHz:

UR = max.
IF = maX.
%J = max.
SS = min,
85 = max.,
<
B = O
nicht anders angegeben
£
UF = 1
r, & 1
R
I =
R
¢ = 08¢
ry = 0,8 (é

35 Vv
100 mA
100 °c
-55 °c
100 °c
62 K/mW
2 v
00 nA
1
1,0) pF
0,7) @

VALVO HALBLEITERDIODEN

UND TRANSISTOREN



BAT 18

10
e ] o
(mA) C
g 3 ,260°C
0 oHoH =2
(c'p" :g:— //
’;
by
/
: v
: /‘ 7
/
7
//
: A
C L~
% 05 1 00= s 100
y UF(V) Up [\
jassssas ] O T A
I 1 Mittelwert 3 Jemaxf| Oberer Streuwert E
(nA)f 7 1 A 7 ]
- | Ur=20V / 1 F| Ur=20V /
L /' ] | 4 .
C / ] L V _
01k / 4 100E / g
- / E - 1
SEEEEP 1 H ]
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V4 i i 7
1 o :
0% 20 40 60,00 0 20 40 604 (o)
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 577



BAT 81
BAT 82
BAT 83

SILIZIUM - SCHOTTKY-BARRIER - DIODEN
fiir sehr schnelle Schalter- und Detektor-Anwendungen,

mit Schusiring gegen hohe statische Entladungen

Mechanische Daten:

2,6
ABof o [
Gehduse: Glas, JEDEC D0-34 { i
. . 21,6 max c:::c;ﬁ: [T
Die Katodenseite ist durch 4 h R AT
einen Farbring gekennzeichnet. f ) u H
o 80,55
MaBangaben in mm. 254 3,04 254 ] max
min max “min ™1
508 VZ 7202661
min
Kurzdaten: BAT 81 BAT 82 BAT 83 :
Gleichsperrspannung 1) Uy = max. 40 50 60 V
A
DurchlaB-Gleichstrom IF = max. 30 mA
Sperrschichttemperatur 1) $; = max. 200 °c
DurchlaBspannung bei IF =1 mA, GU = 25% UF é 410 mV
Sperrstrom bei Up = 30 V, 8 = 25% Ip s 200 nA
Sperrverzégerungszeit nach IF = 10 mA trr é 1 ns

1) Die maximal zuldssige Sperrspannung gilt fiir BAT 81 fiir & § 17500, fiir
BAT 82 fiir 5J £ 150°C und fiir BAT 83 fiir 9, £ 125°C, oberhalb dieser Werte
mufl die Sperrspannung fiir thermische Stabiiitﬁt um 0,4 V/K verringert wer-
den, d.h. bei allen Typen auf UR = max. 30 V bei SJ = 200°C.

85 VAIVD



BAT 81
BAT 82
BAT 83

Absolute Grenzwerte: BAT 81 BAT 82 BAT 83
Gleichsperrspannung: ) Uy = max. 40 50 60 V
DurchlaB-Gleichstrom: IF = max. 30 mA
Uberlastungs-StromstoB, t é 1 s: iF stop = MaXe 150 mA
Sperrschichttemperatur: 1) &J = max. 200 °c
Lagerungstemperaturs SS = min. -65 °c
GS, = max. 200 °c
Wérmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Diode auf 1,5 mm starker Glasfaser-
Epoxy-Leiterplatte <
mit > 40 pum Kupfer-Kaschierung, Ry = 320 K/W
bei 4 mm Drahtl&nge:
Kennwerte: bei SU = 25°C
Durchbruchspannung bei I(BR) = 10 pA: U(BR) L40 50 60J v
DurchlaBspannung bei IF = 0,1 mA: UF é 0,33 v
bei Iy = 1 mAs: 2) Ug s 0,41 v
bei I = 15 mA: 2)‘ Up s 1,0 v
Sperrstrom bei UR = 30 V: IR é 200 nA
Kleinsignalkapazitdt <
bei Up = 1V, f =1 MHz: c = 1,6 pF
Sperrverzdgerungszeit 3)
beim Umschalten von IF = 10 mA
‘auf Ip = 10 mA (RL = 100 Q), p
gemessen bei iR =1 mA: trr = 1 ns

1) Die maximal zuldssige Sperrspannung gilt fiir BAT 81 fiir SJ § 175°C, fiir

BAT 82 fir 8 £ 150°C und fiir BAT 83 fiir 8. S 125°C, oberhalb dieser Werte
muB die Sperrspannung fiir thermische Stabilitdt um 0,4 V/K verringert wer-

den, d.h. bei allen Typen auf,Uh = max. 30 V bei &J = 200°C.

2) Temperaturkoeffizient der DurchlaBspannung: -0,2 %/K bei I
-0,04 %/K bei I

1 mA
15 mA

F
F

3) Wegen fehlender Speicherladung h#ngt die Sperrverzidgerungszeit nur von der
Sperrschichtkapazitdt und dem Schaltungswiderstand ab.

6.85
66



BAT 81
BAT 82

VT 73 01394
UR mox BAT83
v)
80 BaT 83
S0r5hT e
N ET
30
20
10
0
100 125 150 175 3 (°C) 200
100 S 7288830 10t s
SRTE - S
1 Mittel- oberer
iy wert _Streuwert 'n 2, =100%c—]
mA) y, (nA} -
" pd
7
A L4
10 = 103
117
V7
! } ., 10?2
i
]
it
—
T — 1 25°
1 =
o1 il 1ot
1
T
T ¢
]
1
]
0,01 '
’ o 2 e M ° 1 2 g 3

6.85
67




BAT 81
BAT 82
BAT 83
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BAT 85

SILIZIUM ~ SCHOTTKY-BARRIER - DIODE

fiir schnelle Schalteranwendungen, speziell als
Nachfolger {iir Ge-Punktkontakt- und Ge-Golddraht-Dioden,

mit Schutzring gegen hohe statische Entladungen

Mechanische Daten:

: Do 1 a2

Gehéiuse: Glas, JEDEC D0-34 ‘
Die Katodenseite ist durch 216 mox T "
einen Farbring gekennzeichnet. T H H 1
MaBangaben in mm. 254 304 254 1&3?
[ min max ~min
508 VZ 7202661
min
Kurzdaten: :
Sperrspannung Uh = max. 30 V
. { op0 1 -
DurchlaBstrom bei 8U = 50 C ) IF Av = Dax. 200 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = mex. 300 mA
Sperrschichttemperatur GJ = max. 125 °C
DurchlaBspannung bei Iy = 10 mA, 8y = 25°C Up S 0,4 V
bei I_ = 100 ma, 8, = 25°C U < 0,8
F oU F <
Sperrstrom bei UR =25V, sU =25C IR = 2 pA
Sperrverzégerungszeit nach IF = 10 mA trr g 5 ns

1) oberhalb .. = 50°C muB der DurchlaBstrom um 2,67 mA/K verringert werden bis

auf Null bei 8; = 125°C.

o8 VAIVD



BAT 85

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannungs -
DurchlaBstroms 1)
DurchlaBstrom, Scheitelwert:
Uberlastungs-StromstoB, t $1
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperaturs

Wiarmewiderstand:

zwischeg Sperrschicht und Befestigungsstellen,
SB = 25C in 4 mm Abstand vom Geh#use:

Kennwerte: bei & = 25°¢

Durchbruchspannung bei I(

B

)

DurchlaBspannung 2) bei

bei

]

bei

bei

- e
HoH E g

bei

Sperrstrom bei UR =25 V:

Kleinsignalkapazitidt
bei Uh =1V, f =1 MHz:

Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von IF
auf I = 10 mA (R

gemessen bei lR =1 mA

= 10 mA
100

1y bei 98y < 50°C; oberhalb %

ringert werden bis auf Null bei 8

) Temperaturkoeffizient der DurchlaBspannung:

6.85
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s

= 10 pA:

= 0,1 mA:

1 mA:
10 mA:
30 mA:

100 mA:

9),

th B

rr

= 50°C muB der DurchlaBstrom um 2,67

= 125°C.

-0, 2 %/K bei I
-0,04 %/K bei I

F

= max. 30 V
= max. 200 mA
= max. 300 mA
= max. 600 mA
= max. 125 0C
= min. -65 °¢
= max. 150 °C
s 320 K/W
2 30 V
£ 0,04 v
S o322 v
S 0,40 v
S o,50 v
)5 (§ 0,8) Vv
g 2 A
S 10 pF
g 5 ns
mA/K ver-
=1 mA,
P 15 mA



BAT 85
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BAT 85
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SILIZIUM ~ SCHOTTKY-BARRIER - DIODE

fiir schnelle Schalteranwendungen, speziell als

Nachfolger fiir Ge-Punktkontakt~. und Ge-Golddraht-Dioden,

mit Schutzring gegen hohe statische Entladungen

BAT 86

Mechanische Daten: ‘ "11022‘,1 ‘2-_§, le—1.27
Gehduses Glas, JEDEC D0~34 216 max F::353i: — i
A ] i
Die Katodenseite ist durch T u d ?
einen Farbring gekennzeichnet. N 20,55
. 254 3,04 254 max
MaBangaben in mm. min max min
508 VZ 7202661
min
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 50 V
DurchlaBstrom bei b $50% 1) Ip ,y = max. 200 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = Dax. 250 mA
Sperrschichttemperatur SJ = max. 125 °¢
DurchlaBspannung bei Ip = 10 ma, 9, = 25°C Up < 0,45 V
bei Ip = 100 ma, 8 = 25°C Uy < 0,9 V
Sperrstrom bei UR =40 V, SU = 25% IR é 5 uA
Sperrverzigerungszeit nach IF = 10 mA trr g 4 ns

1) oberhalb SU = 50°C mus der DurchlaBstrom um 2,67 mA/K verringert werden bis

auf Null bei 8 = 125°¢.
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BAT 86

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung:

DurchlaBstroms 1)

DurchlaBstrom, Scheitelwert:

Uberlastungs-StromstoB, t $1 6

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwische% Sperrschicht und Befestigungsstellen,
SB = 25°C in 4 mm Abstand vom Gehduse:

Kennwerte: bei

Durchbruchspannung bei I

DurchlaBspannung

Sperrstrom bei UR

Kleinsignalkapazitdt

bei Up =17V, f=

Sperrverzigerungszeit

beim Umschalten

auf Ip = 10 mA (¥

gemesSen bei iR

1) bei 8y < 50%;

Temperaturkoeffizient der DurchlaBspannung:
p

6.85
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0
SU =25C
= 10 pA:
(BR) .

%) bei Iy = 0,1 mas
bei IF = 1 mA:
bei IF = 10 mA:
bei IF = 30 mA:
bei IF = 100 mA:

= 40 Vs

1 MHz:

von IF = 10 mA
= 100 Q),

L

Uk = max. 50
IF Ay = Dmax. 200
IF M = max. 250
F stop = Dax- 500
SJ = max. 125
&S = min. =65
SS = max. 150
Ry, < 320
U(BR) g 50
UF g 0,30
U, S 9,38
Uy S 0,45
UF é 0,60
U, = 0,6 (£ 0,9)
<
IR = 5
c s 8
t S 4
rr

"EEBER <

k=2
o o a

K/W

ns

oberhalb 8. = 50°C muB der DurchlaBstrom um 2,67 mA/K ver-

ringert werden bis auf Null bei 3

= 125°C.

-0, 2 %/K bei I =
—0,04 %/K bei Ip =

1 ma,
15 mA
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BAT 86
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